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1. はじめに 

近年、非鉛圧電薄膜材料として (K,Na)NbO3 (KNN)が注目されている。我々はこれまでに、

Si基板上に KNN薄膜をエピタキシャル成長させ、その組成と結晶構造および圧電特性との

関係について報告した[1]。スパッタ法で作製した KNN薄膜は PZT薄膜と同様に圧電特性の

分極方向依存性が見られたが、安定な分極方向は異なっていた。本研究では、KNN 薄膜の

圧電応答の非対称性を評価し、その特徴について報告する。 

2. 実験方法および結果 

3元 RFマグネトロンスパッタ法を用いて、(001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si基板（KRYSTAL㈱製）

上に膜厚約 2 μmのエピタキシャル KNN 薄膜を作製し、その後 650℃でポストアニールを

行った。結晶構造は XRD、組成は EDSで評価し、誘電特性・圧電特性は P-Eヒステリシス、

誘電率、カンチレバー法による逆圧電測定から算出した e31,fで評価した[2]。Fig. 1 に得られ

た KNN 薄膜の圧電特性を示す。上部電極に正の電圧を印加した圧電応答は線形的であり、

|e31,f|は 7.1 C/m2 であったが、負電圧印加では非線形的な圧電応答を示し、|e31,f|は 3.5 ~ 5.3 

C/m2 であった。また、Fig.2 に変位量と電界の曲線を示す。抗電界は負の電界が正より大き

く、下向きの分極が安定であることがわかる。また、正の電界と比較して、負の電界下では

電界の増加に対する変位量の増加率が低い傾向が見られた。 

  

Fig. 1. Piezoelectric properties of epitaxial 

(K0.45Na0.55)NbO3 thin film on 

(001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si substrate. 

Fig. 2. D-E loop of epitaxial (K0.45Na0.55)NbO3 

thin film on (001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si 

substrate. 
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